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 エッチング (Deep RIE, XeF2 エッチング, エッチング中厚さモニタ) 
 

       (110)Si の結晶異方性 

       エッチング(200μm 

       厚, 幅 25/50/100μm) 

 

       Si Deep RIE  

       200μm 厚, -120℃ 

 

       ポリイミド RIE 

       80μm 厚, O2 ガス 

 

 

 

 

 

 

 

    Deep RIE 
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    XeF2 による Si ドライエッチング    
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           厚さ 上から 2/3/5/7μm 

 

    
    ウェットエッチング中の膜厚モニタ 
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